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オンチップマイクロストリップ線路 (MSL) 

図  1 にオンチップマイクロストリップ線路の構造を示す。測定を行うための GSG 

(ground-signal-ground)パッドが両端に接続されている。長さは L であり、Thru (L=420 m)および Line 

(L=1020 m)の 2パターンのデータを用意している。Thru, Line の２つのパターンを用いると、パッド部

の影響を除去するディエンベディング[1]を行うことができる。図 2 に実験に使用したチップ写真を示

す。導体の導電率は全て 2.5 x 10
7 
S/mである。GSGパッドの構造は[1]を参照されたい。Sはトップメタ

ルのみで作成されており、Gはファーストメタルからトップメタルまでビアで接続された構造をしてい

る。複雑なモデルであるが、全部を金属ブロックでモデル化しても、結果への影響は少ないはずである。 

図 3 に Thru (L=420 m)パターンの散乱行列、図 4に Line (L=1020 m)パターンの散乱行列を示す。

測定では 100 mピッチの GSG プローブを用い、インピーダンス基準基板(ISS)を用いて校正している。 

図 5 に伝搬定数の周波数特性を示す。伝搬定数の実測値による抽出は図 3 および図 4 のデータを用

い、文献[1]の Thruおよび Line を用いる方法でディエンベディングした。計算値は固有モード解析を用

いた文献[2]の手法の結果である。図 6 に特性インピーダンスの周波数特性[2]を示す。ポートのマイク

ロストリップ線路の特性インピーダンスは高周波では約 50Ωである。低周波では大きな直列抵抗の値に

よって実部・虚部ともに絶対値が増大している。 

 

 
図 1 オンチップマイクロストリップ線路 
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図 2 チップ写真 

 

 
図 3 Thru (L=420 m)パターンの散乱行列 
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図 4 Line (L=1020 m)パターンの散乱行列 

 

(a) Reflection coefficient S11 

(b) Transmission coefficient S21 
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(a) Attenuation constant 
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(b) Phase constant 

図 5 伝搬定数の周波数特性 
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(b) Phase constant 

図 6 特性インピーダンスの周波数特性 
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